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PLANO DE ENSINO 2020.2'!

I. IDENTIFICACAO DA DISCIPLINA:

. HORAS-AULA SEMANAIS HORAS-AULA
CODIGO NOME DA DISCIPLINA TEORICAS | PRATICAS SEMESTRAIS
EEL7322 Dispositivos Eletronicos 4 - 72 horas

II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)

Professor Carlos Galup Montoro

I11. PRE-REQUISITO(S) (Cddigo(s) e nome da(s) disciplina(s)
EEL7061 Eletronica Basica

FSC5506 Estrutura da Matéria

IV. CURSOS PARA OS QUAIS A DISCIPLINA E OFERECIDA
(235) Engenharia Eletronica

V. EMENTA

Revisdo de principios de teoria quéntica e fisica do estado s6lido. Difusdo e deriva, recombinagdo, fenomenos
de campo intenso. Comportamento fisico, estrutura e modelagem de dispositivos eletronicos: jun¢des pn,
transistores bipolares de juncao, transistores de efeito de campo.

VI. OBJETIVOS

Os alunos irdo aprender as propriedades mais relevantes dos semicondutores e aplica-las para desenvolver uma
solida compreensdo dos dispositivos eletronicos de circuitos integrados. O curso ¢ projetado para fornecer o
conhecimento basico de dispositivos eletronicos para que os estudantes possam desenvolver sua carreiras nas
areas de sistemas eletronicos, de circuitos integrados ou de fabricagdo de semicondutores, assim como na
pesquisa e desenvolvimento de dispositivos eletrénicos. Enfase especial é dada aos dispositivos MOS, que sdo
os dispositivos dominantes em circuitos integrados.

VIL. CONTEUDO PROGRAMATICO
1. Propriedades fundamentais dos semicondutores

2. Juncio pn e Transistor Bipolar de Juncao (BJT)
3. Capacitor e Transistor a Efeito de Campo Metal Oxido Semicondutor
4. Elétrons e Lacunas em Semicondutores

5. Tecnologias eletronicas avan¢adas

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O material tedrico do curso serd preparado em slides contendo as informagdes relevantes do contetido programatico e
sera distribuido aos alunos com antecedéncia minima de uma semana. No inicio de cada aula definida segundo
estabelecido na grade horaria do semestre 2020.1, o material sera apresentado através de um conjunto de slides ppt
narrados pelo professor em um intervalo aproximado de 25 a 45 minutos.

I Plano de ensino adaptado, em carater excepcional e transitdrio, para substituicio de aulas presenciais

por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavirus — COVID-19, em atencao a
Resolugdo Normativa 140/2020/CUn.
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Em seguida, haverd um periodo para uma reunido, através de web conferéncia, para didlogo entre alunos e professor.
Um periodo final de aproximadamente 15 minutos sera utilizado para introdugdo dos topicos da proxima sessdo. Ao
longo das semanas de aula o professor ira colocar exercicios e desafios aos alunos para o acompanhamento da
disciplina, pois no tipo de metodologia a ser empregado o principal resultado deve ser o de o estudante aprender a
aprender. Ultilizaremos os recursos do Moodle para o relacionamento com os estudantes e para organizacdo da
disciplina. O material visual narrado sera gerado em arquivos ppt e colocado no Google drive ou meio similar para
acesso pelos estudantes. O material visual sera enviado aos alunos pelo proprio Moodle ¢ também sera acessivel no
sitio da disciplina. Sera programada uma semana para ambientagdo aos recursos tecnologicos.

IX. ATIVIDADES PRATICAS

A disciplina nao inclui laboratorio

X. METODOLOGIA DE AVALIACAO E CONTROLE DE FREQUENCIA

Descrever os procedimentos que serdo empregados com vistas a avaliacio do desempenho dos alunos em relacio ao
proposto pela disciplina.

A nota final dos alunos sera composta pelos seguintes métodos de avaliacio e pesos correspondentes :

1. Relatorio sobre extracio de parametros de dispositivos por simulacio elétrica 25%:;
2. Duas provas orais 25% cada;
3. Seminario sobre dispositivo eletronico avancado 25%

Em caso de perda de alguma das avaliacdes, o estudante devera dirigir-se ao professor responsavel pela avaliacdo, mencionando
a razdo de nao ter feito a avaliacdo. Se a ndo entrega do material da avaliagdo for justificavel, o professor devera providenciar
alguma forma de o estudante cumprir a avaliacdo ou de substitui-la por outra forma de avaliacdo a critério do professor.

Identificacio do controle de frequéncia das atividades. O controle de frequéncia sera feito através da anotagdo de frequéncia no
Moodle e na entrega do material das avaliagdes.

XI. LEGISLACAO

Nao sera permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso ndo autorizado de material original
retirado das aulas constitui contrafagdo — violagdo de direitos autorais — conforme a Lei n® 9.610/98 —Lei de Direitos Autorais.

XI. REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA BASICA

A disciplina ndo adota livro texto, mas propde o seguinte livro didatico:

C. C. Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits, 2010
http://people.eecs.berkeley.edu/~hu/Book-Chapters-and-Lecture-Slides-download.html
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Cronograma

Aula | Data | CH

1 01/02 | 2h | Aula de apresentacdo do planejamento didatico, plano de ensino e principais tedricos que fazem a bas
Apresentagdo do AVA.
Apresentagdo de resenha dos textos e videos para a proxima aula

2 05/02 | 2h | Bandas de energia nos semicondutores

3 08/02 | 2h | Estatistica de Fermi e concentragdo de portadores no equilibrio

12/02 | 2h | Processo de geracdo e recombinacdo, tempo de vida dos minoritarios

19/02 | 2h | Transporte de carga em semicondutores: deriva e difusdo

26/02 | 2h | Eletrostatica da jungdo pn

01/03 | 2h | Difusdo de portadores minoritarios

4
5
6 22/02 | 2h | Equagdes de continuidade
7
8
9

05/03 | 2h | Caracteristica corrente tensdo da juncdo pn

10 08/03 | 2h | Modelo de Gummel e Poon do do transistor bipolar

11 12/03 | 2h | Extragdo dos pardmetros dos dispositivos bipolares

12 15/03 | 2h | Primeira avaliacdo sincrona

13 19/03 | 2h | A estrutura Metal Oxido Semicondutor (MOS)

14 22/03 | 2h | Modelos de inversdo forte e fraca do MOSFET

15 26/03 | 2h | Modelo unificado do MOSFET para simulacao e projeto de circuitos

16 29/03 | 2h | Efeitos canal curto

17 05/04 | 2h | Descasamento (‘mismatch’) entre MOSFETs

18 09/04 | 2h | Revisdo de fisica quantica

19 12/04 | 2h | Tunelamento: corrente de porta do MOSFET e contatos metal semicondutor

20 16/04 | 2h | Origem das bandas de energia nos semicondutores

21 19/04 | 2h | Segunda avaliacdo sincrona

22 23/04 | 2h | Densidades de estado para os elétrons

23 26/04 | 2h | Calculo das concentragdes de elétrons e lacunas no equilibrio

24 30/04 | 2h | O escalamento e os limites fisicos da tecnologia CMOS

25 03/05 | 2h | Transistores MOS com multiplas portas: tecnologias SOI e FinFET

26 07/05 | 2h | Além da tecnologia MOS: novos materiais e novos dispositivos

27 10/05 | 2h | Seminérios

28 14/05 | 2h | Seminarios

29 17/05 | 2h | Avaliagdo sincrona — Recuperagio

30 21/05 Divulgacdo dos resultados
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